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 适用于Type C及太阳能板输入，输入集成36V OVP，内置快充申请功能及优化EMI特性的

概要                                                                   描述

应用
Ÿ 3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包          

Ÿ 4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包封装
Ÿ EQA16

典型应用图

 频率抖动功能，3.6~20V宽输入范围，最大3.5A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC

RCV: BATCV to  GND CV 
27KΩ 3.60V 
47KΩ 3.65V 
75KΩ 4.10V 
Direct to GND  4.20V 
110KΩ 4.35V 
Float  4.40V 
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Ÿ 太阳能板充电
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电气参数（除特殊说明外，VIN=5V，R =25mΩ，L=4.7uH，T =25℃）S A

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 电源电压  3. 6  20 V 

VINUVLO VIN 端欠压保护阈值 VIN Falling  3.6  V 

ΔVINUVLO VIN 端欠压保护滞回   200  mV 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN Rising  26.1  V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   1.4  V 

IQ 芯片静态电流 VNTC=5V  2.5  mA 

ISD 芯片关断电流 VEN=5V  30  μA 

IBAT 电池泄漏电流 

NO VIN, VEN=0V  7  

μA 

VIN=5V, VEN=0V

电池充满 
 40  

VIN=5V, VEN=5V 

电池充满 
 6  

VCV 充电浮充电压 

RCV=27KΩ 3.564 3.6 3.636 

V 

RCV=47KΩ 3.613 3.65 3.687 

RCV=75KΩ 4.059 4.1 4.141 

BATCV to GND 4.158 4.2 4.242 

RCV=110KΩ 4.306 4.35 4.394 

BATCV Float 4.356 4.4 4.444 

VRCH 重充电压阈值 VBAT Falling  VCV-0.1  V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值 

VCV=3.6V/3.65V  

VBAT Rising 
 2.5  

V VCV=4.1V/4.2V 

/4.35V/4.4V  

VBAT Rising 

 2.8  

VSHORT 电池短路电压阈值 VBAT Falling  1  V 

VOVPB BAT 端过压保护电压 VBAT Rising  1.1VCV  V 
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电气参数（除特殊说明外，VIN=5V，R =25mΩ，L=4.7uH，T =25℃）S A

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VSENSE 电流检测钳位电压   50  mV 

ICC 恒流模式充电电流 RS=25mΩ 1.8 2 2.2 A 

ITC 涓流模式充电电流   10%  ICC 

IBF 充电终止电流   10%  ICC 

VINAJ 内置输入自适应电压阈值 

5V 电源系统  4.5  

V 

9V 电源系统  8  

12V 电源系统  11  

15V 电源系统  14  

18V 及以上电源系统  17  

Vcold NTC 端低温保护阈值 VCC 的百分比  80  % 

Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞 VCC 的百分比  0.74  % 

Vhot NTC 端高温调节阈值 VCC 的百分比  45  % 

Vhot_hys NTC 端高温调节迟滞 VCC 的百分比  0.74  % 

VENL 低电平开启阈值    0.4 V 

VENH 高电平关断阈值  1.4   V 

FSW 最大开关频率   500  KHz 

TREG 芯片热调节阈值   120  ℃ 

TSD 芯片热保护温度   150  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   40  ℃ 
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IU5370E应用要点

NTC

RNTC

IU5370E

RDOWN

RUP

VCC =80%
R +R IIRUP DOWN NTC_Cold

R IIRDOWN NTC_Cold

=45%
R +R IIRUP DOWN NTC_Hot

R IIRDOWN NTC_Hot

RS

RS

I = CC 

I  = 10%I  = TC CC

50mV

5mV

IU5370E

VIN VINAJ POWER TYPE 
<8.5V 4.5V 5V 
8.5V<VIN<11. 6V 8V 9V 
11.6V<VIN<14. 5V 11V 12V 
14.5V<VIN<17. 4V 14V 15V 
>17.4V 17V 18V and above  
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  VIN-VTRKL =
ΔIL_MAX

  VTRK

VIN  FSW

ΔI = 30%   IL_MAX CC 

Δr  =  O

ΔVO

VO

=  
28C F LO S

VO

VIN
1 -

IU5370E

35*R *RNTC_Hot NTC_Cold

R =DOWN
9*R -44*RNTC_Cold NTC_Hot

35*R *RNTC_Hot NTC_Cold

R =UP
36*(R -R )NTC_Cold NTC_Hot

RCV: BATCV to GND CV 
27KΩ 3.60V 
47KΩ 3.65V 
75KΩ 4.10V 
Direct to GND 4.20V 
110KΩ 4.35V 
Float 4.40V 
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IU5370E

TAPE AND REEL INFORMATION

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13″
Reel Diameter

REEL DIMENSIONS  

DIRECTION OF FEED
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注意!
静电敏感器件

操作ESD产品

应采取防护措施

MOS电路操作注意事项： 

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏： 

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 
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